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Przysztosc diod LED
— Multi Junction Technology

Diody LED z rodziny Acrich MJT niewgqlpliwie sq produktami
przyszlosci. Bazujqc na swych wczesniejszych doswiadczeniach,
firma Seoul Semiconductor wyprodukowata diody LED, ktére pomogq
zmieni¢ kierunek rozwoju technologii oswietleniowej LED.

Zaprezentowane w ubieglym roku diody
LED éredniej i duzej mocy o wysokim napie-
ciu przewodzenia zyskaly duza popularnosé
wérod inzynieréw stosujacych w swoich pro-
jektach diody LED. Bylo to mozliwe ze wzgle-
du na duzg wydajno$¢ oraz wymiary kompa-
tybilne z odpowiednikami zasilanymi niskim
napieciem. Uzyskanie wyzszego napiecia
przewodzenia diody LED i mniejszego niz do-
tychczas pradu przewodzenia, jest mozliwe
dzieki zastosowaniu technologii Multi Junc-
tion Technology (MJT). Diody wykonane w tej
technologii, w przeciwiefistwie do swych po-
przednikéw zasilanych napieciem przemien-
nym, sg zasilane napieciem statym.

Termin Multi Junction Technology
mozna przetlumaczy¢é jako ,technologia
wielu zlacz”. W typowej obudowie o wy-
miarach 5,6 mmx3,0 mm (5630, np. dioda
STW8Q14C) umieszczono tylko jeden chip
wykonany w technologii MJT. Uzyskanie
wysokiego napiecia przewodzenia (maksy-
malnie 69 V/chip) jest mozliwe dzieki spe-
cjalnej budowie chipu diody. Dotychczas,
na przyklad w technologii Chip On Board
(COB), uzyskanie wysokich napige¢ przewo-
dzenia bylo mozliwe dzieki szeregowemu
polaczeniu standardowych chipéw w jed-
nej strukturze COB. Polgczenia te byly wy-
konane mechanicznie za pomocg bardzo
cienkich, zlotych drutéw, ktére zawsze byty
elementem newralgicznym. W technologii
MJT jeden chip zawiera wiele ztagcz PN pola-
czonych za pomocy specjalnej warstwy me-
talizacji w jednej z plaszczyzn chipu. W za-
leznosci od liczby zlacz, mozemy uzyskaé
napiecie przewodzenia z zakresu 13...69 V,

Fotografia 1. Dioda LED MJT 5630 o mocy
0,5 W (SAW8KGOB)

82

082-084_seoul.indd 82

v
\ ¥
i VS
COB1ype LEDs
- - -
— ~ -~

Expensive and sensitive Wire Bonds
between LED chips

Transparent
Contact Layer

Dodatkowe informacje:
Aby przekona¢ sie o zaletach prezentowanej
technologii, zapraszamy do kontaktu z naszymi
dystrybutorami na terenie Polski:
* www.reboundeu.com/pl
* www.soyter.pl
* www.microdis.net

Rysunek 2. Poréwnanie technologii Chip On Board oraz Multi Junction

co daje maksymalnie 22 zlgcza PN w struk-
turze jednego chipu. Por6wnanie technologii
COB i MJT pokazano na rysunku 2.
Technologia MJT pozwala na zmniejsze-
nie kosztu produkeji diody LED zasilanej wy-
sokim napieciem przy jednoczesnej poprawie
parametrow jej pracy. Jako przyklad niech
posluzy wspomniana juz popularna obudowa
5630, w ktdrej sg wytwarzane zaréwno dioda
STW8Q14C (Vf=3,15 V, If=100 mA, ®v= ok.
40 lm), jak i dioda SAW8BKGOB (fotografia 1;
Vi=22 V, If=20 mA, ®v=50 Im). Wszystkie
diody wykonane w technologii MJT moga sie
pochwali¢ wysokim wspélczynnikiem odda-
nia barw CRI ksztaltujacym sie na poziomie
minimum 80 oraz szerokim wachlarzem tem-
peratury barwowej CCT, od 2600K do 6500K.
Dla bardziej wymagajacych aplikacji dostep-
ne sg takze diody LED majace wspotczynnik
oddania barw CRI powyzej 90 oraz gwarancje
tolerancji binéw na poziomie MacAdam 4.
Diody wykonane w technologii MJT ofe-
rowane sg takze w innych, popularnych ro-

Fotografia 3. Dioda LED MJT 3528 o mocy
1,3 W (SAW8BWA2A)

dzajach obudéw: 6540, 3528 (fotografia 3),
4040 (fotografia 4). Daje to wiele mozliwosci
przy projektowaniu nowych, innowacyjnych
rozwigzan, a takze potwierdza niezawod-
no$¢ zwigzang ze sprawdzona juz technolo-
gia pakowania chipow.

Dzieki wysokiemu napieciu i niskiemu
pradowi przewodzenia, sterowanie diodami
MJT jest latwiejsze, a zasilacze moga ulec
zmniejszeniu lub w niektérych aplikacjach —
mogg by¢ w ogdle wyeliminowane. Daje to
mozliwo$¢ dodatkowego obnizenia kosztow,
a takze redukcji przestrzeni wymaganej do
realizacji projektu.

Przyszlosé oswietlenia LED
- Acrich

Aby ufatwi¢ implementacje diod LED
z rodziny MJT w nowych projektach, firma
Seoul Semiconductor zaprezentowata tech-
nologie Acrich2. Jest to analogowy ukfad
scalony umozliwiajacy zasilanie diod MJT
bezposrednio z sieci elektrycznej 230 V AC.

Fotografia 4. Dioda LED MJT 4040 o mocy
1,3 W (SAWO09HO0A)
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Rysunek 5. Wykres pokazujacy napiecie wejsciowe oraz prad modutu Acrich 2 przed
mostkiem prostujacym. Ksztatt krzywej strumienia swietinego modutu odpowiada

ksztattowi pradu dla potéwki dodatniej

Uklad ten steruje grupami diod MJT w odpo-
wiedniej kolejnosci umozliwiajagc zachowa-
nie bardzo dobrych parametréw elektrycz-
nych catego modutu. Wspélczynnik mocy
(Power Factor) wynosi ponad 0,97, natomiast
zawarto$¢ harmonicznych (THD) jest poni-
zej 20% przy sprawnosci wynoszacej ponad
92%. Aby w pelni wykorzysta¢ obie potéwki
wej$ciowego napiecia sinusoidalnego, zasto-
sowano mostek prostowniczy. Dzigki temu
udalo sig¢ znaczaco skréci¢ czas wylgczenia
diod, a takze zwiekszy¢ sprawno$¢ w sto-
sunku do dotychczasowego rozwigzania
bazujacego na ,dwukierunkowych” diodach

LED (Acrich1), przy ktérych rezystor pelnil
funkcje ogranicznika pradu (rysunek 5). Przy
czestotliwosci napiecia wejsciowego 50 Hz,
czestotliwo$é zmian strumienia $wietlnego
oraz wylaczenia diod wynosi 100 Hz, z czego
czas, w ktérym diody LED s wylaczone, wy-
nosi zaledwie 1 ms. Dzigki temu ludzkie oko
nie jest w stanie zauwazy¢ zmian zachodza-
cych na module LED wykonanym w techno-
logii Acrich2. Modut jest skutecznie chronio-
ny przed przepigciami napigcia wejSciowego
za pomocg obwodu zabezpieczajacego, ktory
jest zlozony jedynie z bezpiecznika i wary-
stora.

Rysunek 7. Modut Acrich2+ 16W.

Na rysunku kolorami zobrazowano
podziat diod LED MJT 5630 na 4 grupy
(12+1249+9=42)

Moduty z rodziny Acrich2 cieszg sie po-
wodzeniem wszedzie tam, gdzie jest istotne
obnizenie kosztéw oraz kompaktowe wymia-
ry gotowego systemu. Takie aplikacje, jak:
zamienniki tradycyjnych zaréwek, o$wie-
tlenie uzytkowe, zamienniki $wietléwek
fluorescencyjnych czy o$wietlenie uliczne,
naleza do najczesciej wykonywanych w in-
nowacyjnej technologii Acrich2. Uzyskanie
tak szerokiego zakresu aplikacji jest mozliwe

miedzy innymi dzigki mozliwosci regulowa-
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Rysunek 6. Schemat elektryczny modutu Acrich2+ 16W. Diody LED MJT 5630 podzielono na 4 grupy
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nia jasnosci $wiecenia za pomocg typowych
$ciemniaczy stosowanych z zar6wkami (np.
wykonanymi w oparciu o triak) oraz analogo-
wego sygnalu 0...10 V, dzieki ktéremu staje
sie mozliwe réwniez regulowanie jasno$ci
za pomocg PWM. Nie jest wymagane zadne
dodatkowe urzadzenie, poniewaz calo$c¢ jest
zasilana przez uklad scalony Acrich2. Do-
stepna jest seria standardowych moduléw
oraz szczeg6lowe instrukcje, jak samemu
zaprojektowa¢ modul w oparciu o elementy
firmy Seoul Semiconductor. Typowa apli-
kacje uktadu pokazano na rysunku 6, nato-
miast na rysunku 7 zamieszczono wyglad
modutu z oznaczeniem linii podziatu diod
na grupy. Przykladowy, gotowy modut typu
SMJD-3D16W2P3 o mocy 16 W pokazano na
fotografii 8, a modul typu SMJC-3V08W2P4
o mocy 8 W na fotografii 9.

Oproécz obnizenia kosztéw gotowego pro-
duktu i zwiekszenia swobody projektowania
dzieki wyeliminowaniu zasilacza, istotna ce-
cha technologii Acrich2 jest znaczne wydtu-
zenie zycia modutu LED w stosunku do syste-
moéw opartych o tradycyjne zasilacze AC-DC.
Jest to spowodowane brakiem potrzeby uzycia
wrazliwych elementdw, takich jak kondensato-
ry elektrolityczne. Ma to znaczenie zwlaszcza
przy wyzszych temperaturach otoczenia oraz

REKLAMA

Fotografia 8. Modut Acrich2+ 16W
(SMJD-3D16W2P3, srednica 100 mm)

wszedzie tam, gdzie odprowadzenie ciepla
z oprawy jest duzym wyzwaniem. Czas funk-
cjonowania moduléw opartych o technologie
Acrich2 szacuje sie na ponad 50 tys. godzin, co
odpowiada czasowi zycia L70 diod MJT.

Podsumowanie

Technologia ACRICH 2 daje wiecej moz-
liwosci przy projektowaniu o$wietlenia, jest
przyjazna Srodowisku, a takze ukazuje nowy
spos6b myslenia o diodach LED. Ochrona
srodowiska nie jest dla firmy Seoul Semicon-
ductor tylko sloganem - jest rzeczywistoScig
towarzyszacg jej na kazdym kroku. W opar-
ciu o diody LED wykonane w technologii
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Fotografia 9. Przyktadowy modut
Acrich2+ o mocy 8 W (SMJC-3V08W2P4,
Srednica 30 mm)

MJT o mocach od 0,25 W (30 lm, MJT6540)
do 1,3 W (165 Im, MJT4040) oraz o innowa-
cyjny ukltad scalony, technologia Acrich2
otwiera nowy rozdzial w historii o§wietlenia
LED - rozdzial napiecia przemiennego. Jest
on szczegOlnie istotny ze wzgledu na ciagle
rosngce ceny energii oraz wymagania odno-
$nie do jej odbiornikow.

Wiecej informacji
duktéw
mozna znalezé na stronie

dotyczacych pro-

firmy Seoul Semiconductor

internetowe;j:
www.seoulsemicon.com.

Bartosz Musiat

Field Application Engineer

Seoul Semiconductor Europe GmbH

Dobry powod, aby kupic iPada?

Od teraz mozesz czytac Elektronika z wykorzystaniem iPada.
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